TRANSISTORUN DEVREYE BAGLANTI TiPLERI

GIRIS

Transistérlerde giris ve c¢ikis igaretleri ile giris ve cikig direngleri
(empedanslar) arasinda belli bagintilar vardir. Transistori bir elektrik
devresine aktif eleman (elektriki yiikseltme yapan eleman) olarak
baglayabilmek igin bu bagintilar iyi bilmek gerekir. Iyi bir yukselteg girisine
uygulanan isaretin 6zelliklerini bozmadan gikisina vermelidir. Isaretteki her
tir bozulmaya “distorsiyon” denir. Distorsiyon elektronik devrelerde higbir
zaman istenmez.

Transistérler elektrik devresinde akima duyarl aktif eleman olarak
calisirlar. Devrede nasil baglanirsa baglansin girisinden iki, cikisindan iki ug
cikariimis kapal bir kutu olarak digtintdimelidir.
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Giristen uygulanan isaretin cikisa iletilmesinde baglanti tipine gobre
dederi degisen parametreler soyle siralanabilir.

Giris Empedansi (Zi): Transistorin isaret kaynagina gosterdigi
direnctir. Transistoriin giris empedansi kiiglik olursa isaret kaynagindan fazla
enerji cekmek isteyecek, isaret kaynadi cikisi yeterli akim degerine sahip
degilse isaret kaynaginin ¢ikis isareti bozulacaktir. Transistorin giris
empedansi biiyiikse her tiir isaret kaynadi ile strdlebilir. Ancak bazi durumda
transistérin giris empedansinin yiiksek olmasi parazitlere neden olabilir.
Sistemin 6zelligine gbre secim yapilimalidir.

Cikis Empedansi (Zg): Transistériin gikisina baglanacak devre ya da
ylki besleyebilme &zelligidir. Transistoriin ¢cikis empedansi kiclk olursa her
yluki besleyebilir. Transistoriin ¢ikis empedansi blyuk olursa klguk direng
dederli devre ya da yikii besleyemez ve transistoriin gikis isareti bozulur.
Elektrik devresinde genellikle kiiglik gikis empedansina sahip baglanti tipleri
kullanilir,

Akim Kazana (B): Cikis isaretindeki akim degisikliginin, buna neden
olan giris isaretindeki (IG) akim degisikligine oranidir.
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Elektrik devresinde genellikle akim kazancinin ylksek olmasi istenir.

Gerilim Kazanci (A): Cikis isaretindeki gerilim degisiminin (Vg), buna
neden olan giris gerilimi degisimine oranidir.

L
VG

Gii¢c Kazanci: Basit olarak akim kazanci ile gerilim kazancinin garpimi
olarak sdylenebilir.

Transistorler elektrik devrelerinde aktif eleman olarak calisirken (g
montaj tipinde badlanirlar.

1-Emiteri toprakh ylkselteg,
2-Beyzi toprakl ylkseltec,
3-Kollektori toprakli yikselteg

Yiikseltecler montaj tiplerine gore giris isaretini akim ya da gerilim
olarak farkl sekillerde degerlendirir.
Bu U¢ baglantinin sekli ve 6zellikleri sirasiyla incelenecektir.

FONKSIYON JENERATORLERI

Fonksiyon jeneratérleri cesitli elektrik isaretleri Ureten cihazlardir.
Elektronikte en cok kullanilan elektriki isaretler analog devrelerde kullanilan
sinlis dalgasi ve sayisal devrelerde kullanilan genligi sifir *0” ve +5Volt olan
kare dalga “TTL (Transistor Transistor Logic)” diye bilinen isarettir. Deney
setimizdeki fonksiyon jenerat6éri bu iki isareti ve fazlalik olarak tiggen dalga
isareti Uretmektedir. Sinls dalgasi bildigimiz isarettir. Sekil 2'de Giggen dalga
ve kare dalga TTL isaret goriilmektedir.
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Sekil 3'de deney setimizdeki fonksiyon jeneratériiniin 6n paneli
gbrilmektedir.
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Sekil 3

On  panel tizerindeki  kontrol  elemanlari goraldaga  gibi
numaralandinimistir. Her kontrol elemaninin fonksiyonu asagidaki gibidir.

1- Power on-off (Agma-kapama anahtari): Fonksiyon jeneratorind
calistirmak icin kullanilan anahtardir. Ilgili sinyal gdsterici led isik verir ve
fonksiyon jeneratéri calismaya baslar.

2- Frequency rotary switch (Frekans ayar anahtari): Uretilen
isaretin frekans sinir degerlerini secen bes kademeli komitatdér anahtardir.
Her kademedeki cikis isareti frekanslari;

X1 =1Hz-10Hz

X10 =10Hz-100Hz

X100 =100Hz-1KHz

X1K =1KHz-10KHz

X10K =10KHz-100KHZz'dir.

3- Frequency potantiometer (Frekans ayar potansiyometresi):
Cikis isareti frekansini, frekans ayar anahtarinin belirledigi sinirlar
arasindaki ara degerlere ayarlayan potansiyometredir.

4- Amplitude potantiometer (Genlik ayar potansiyometresi):
Cikis isareti genligini Vpp=0Volt-10Volt arasinda ayarlayan
potansiyometredir.

5- Waveform switch (Dalga sekli secici anahtar): Cikis isareti
seklini (siniis-licgen) secen anahtardir. Cikis isareti soketlerinde toprak
(GND) ortaktir. Sinlis-liggen dalga cikisi ortadaki soketten kare dalga gikisi
sagdaki soketten alinir.
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_ | DENEY: 9.1
EMITERI TOPRAKLI YUKSELTECIN INCELENMESI

HAZIRLIK BILGILERI

Sekil 9.1.1'de emiteri sase (topraklhi) amplifikatér devresi, giris ve
cikis sekilleri gorilmektedir. Emiteri toprakli baglanti en cok kullanilan
baglantidir.
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Sekil 9.1.1

Bu devrede giris sinyali C1 yardimiyla beyze uygulanir. Cikis sinyali ise
C2 yardimiyla kollektérden alinir. Bu devrede beyze sabit bir DC polarma
uygulanmistir. Bu devrede DC polarma RB1 ve RB2 direngleri ile Vcc
kaynagindan saglanmaktadir. Bu ylizden amplifikatér ve AC giris sinyali
uygulanmasa bile sabit DC beyz polarmasindan dolayi transistor iletimdedir.
- Devrede slirekli bir glic harcamasi vardir. RE geri besleme direncidir.
Kollektor akimindaki asiri artmalari sinirlar. CE kondansatori kazanci artirir.

Amplifikatér girisine AC sinyal uygulandiginda, AC sinyalin pozitif
alternansinda beyz-emiter gerilimi artar. Cinkd AC sinyalin pozitif
alternansi ile sabit DC polarma geriliminin yonleri aynidir ve birbirine
eklenir. Bu toplam gerilim beyz-emiter arasina uygulanir ve transistorin
iletkenligi artar. Dolayisi ile kollektér akimi artar. Kollektér akiminin artmasi
RL yuk direnci uglarindaki gerilim didsimind artinr. Bu sebepten cikis
gerilimi azalir. Cunkl AC sinyal ile DC polarma geriliminin yéni birbirine
terstir. Bu durumda transistorun iletkenligi, yani kollektdér akimi azalir. Bu
durumda yuk uclarindaki gerilim azalir. Cikis gerilimi artar buradan da
anlasilacagi gibi emiter sase ylkselteglerde giris ve gikis sinyalleri arasinda
180° faz farki vardir.

Emiteri toprakli baglanti tipinin ozellikleri sOyle siralanabilir.

a- Giris empedansi orta (50K) dederdedir.
b- Cikis empedansi orta (50K) dederdedir.
c- Gerilim kazanci yuksektir.

d- Akim kazanci ylksektir.

e- Glc kazanci orta dederdedir.
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DENEYIN YAPILISI

Y-0016/009 modilini yerine takiniz. Devre badlantilarini sekil

9.1.2'deki gibi yapiniz.
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Sekil 9.1.2

1- Fonksiyon jeneratérii genlik potansiyometresini sifira getiriniz (orta
ug solda ). Devreye enerji uygulayiniz.
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2- Fonksiyon jeneratdrii c¢ikis isaretini sinls, frekansini 1KHz ve
genligini tepeden tepeye VGpp=100mV’a ayarlayiniz.

3- Osilaskopta giris ve cikis isaretlerini goriintz. Giris ve cikis isareti
arasindaki faz iligkisi nasildir. ve Ciadn\Z.

! 

4- Cikis isaretinin genligini (VCpp) ©Olglinliz. Devre kazancini (A)
hesaplayiniz.

5- Emiteri toprakli ylkseltecin 6zelliklerini madde madde yaziniz.
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